
济南市半导体元件实验所 军用半导体器件

型

A940 (进口芯片)型 PNP 晶体管技术参数说明

号
参数

A940
(TO-220)

单位

Ptot 1.5 W

IC -1.5 A

Tj/TSTG -55～+150 ℃

VCBO @IC=-100μA ≥-150 V

VCEO @IC=-1mA ≥-150 V

VEBO @IE=-100μA ≥-5 V

hFE1 @VCE=-4V,IC=-1A ≥25 -

hFE2 @VCE=-4V,IC=-3A 10～50 -

ICEO @VCB=-60V ≤-0.3 mA

IEBO @VEB=-5V ≤-0.2 mA

VCE(sat) @IC=-3A,IB=-375mA ≤-1.2 V

VBE(on) @IC=-3A,VCE=-4V ≤-1.8 V

TO-220 封装外形图：


